1. Методика выполнения индивидуального задания (ИЗ) по дисциплине КМУСПР для гр. ПС0102
•    Ознакомится с материалами лекций и упражнений по расчёту параметров математической модели заданного в ИЗ типа УЭ. 
•   Отыскать в справочной литературе (см. список ниже) необходимые для расчёта параметров математической модели заданного в ИЗ типа УЭ электрические    параметры и характеристики (при необходимости - в нескольких справочниках или журналах с использованием прототипов и (или) аналогов).
•  Получить параметры УЭа с использованием программы «MODEL» ССМ МС6 или МС7. Конечные графики с полученными параметрами распечатать или аккуратно срисовать с экрана монитора на миллиметровку (см. образец).
•  Рассчитать остальные параметры УЭа , не найденные с использованием программы «MODEL», по методике, изложенной в лекциях и упражнениях по курсу.
•  Ввести полученные параметры заданного в ИЗ типа УЭа в библиотеку компонентов ССМ МС6 или МС7. Введённые параметры распечатать или лучше занести в таблицу (см. образец оформления ИЗ).
•   Получить и распечатать (или зарисовать на миллиметровке) входную и выходную ВА^С заданного в ИЗ типа УЭа.
•  Целесообразно получить и график зависимости h21э = F(Iк).
•   Сделать выводы о степени соответствия полученных и справочных ВАХ.
2. Отчёт по ИЗ должен содержать
1.   Титульный лист.
2.   Графики из программы «MODEL» (можно их выполнить от руки на миллиметровке).
3.   Таблицу параметров математической модели заданного в ИЗ типа УЭа с указанием, каким способом найден параметр (см. образец).
4. Распечатанные или зарисованные графики полученных ВАХ.
5.Выводы о степени их соответствия справочным характеристикам.
3. Литература для выполнения ИЗ
1.  Разевиг В.Д. Схемотехническое моделирование с помощью Micro-CAP VII.-М.: Горяч, линия - Телеком,2003.-368с.
2. Разевиг В.Д. Система схемотехнического моделирования Micro-CAP VI.- М.: Гор. Линия - Телеком, 2001.-344с.
3.Кубицкий А.А., Долин Г.А. Применение Micro-CAPV при проектировании РТУ. Части 1 и 2-М.: МТУСИ, 1999.-72с.
4.   Кубицкий А.А. Проектирование оконечных бестрансформаторных УЗЧ с использованием ПЭВМ.-М.: МТУСИ, 1998.-30с.
5.  Петухов  В.М.  Маломощные  транзисторы  и  их  зарубежные  аналоги. Справочник.- М.: КубК-а, 1996.-672с.
6...Полупроводниковые приборы. Транзисторы средней и большой мощности. Справочник. Под ред. А.В.Голомедова.-М.: РиС, 1989,-640с.

7.  Транзисторы для аппаратуры широкого применения: Справочник, Под ред. Б.Л.Перельмана.-М.: РиС, 1982.
8.  Перельман Б.Л.  Новые транзисторы.   Справочник.   Части1,2  и  З.-М: СОЛОН, 1996.
9.  Мощные 111111. Транзисторы. Справочник. Под ред. А.В.Голомедова.- М: РиСД985.-560с.
10.   Петухов В.М. Зарубежные транзисторы и их аналоги: каталаж. изд.- ML: РиСД999.
11.ППП: Транзисторы: Справочник. Под общ. ред. Н.НХорюнова.- М.: Энергоатомиздат, 1985.-904с.
12.   ППП: Транзисторы малой мощности. Справочник. Под ред. А.В.Голо​медова.- М.: РиСД989.-384с.
13.  Петухов В.М. Биполярные транзисторы средней и большой мощности НЧ и их зарубежные аналоги: каталаж. изд. - М.: КубК-а, 1997.
14.   Петухов В.М. Полевые и высокочастотные БТ средней и большой мощности и их зарубежные аналоги: каталаж. изд. - М.: КубК-а,1997.
15..Транзисторы: Справочник./ Григорьев О.П. и др.- М.: РиС, 1989.-272с.

	№ n/n
	Имя
пораметра
	Параметр БТ KT
	Значение
	Номер графика

	1
	BF
	Макс, коэффиц. усиления тока в схеме с ОЭ в НорАк режиме
	
	2 график

	2
	BR
	Макс, коэффнц, усиления тока в схеме с ОЭ в Инверс режиме
	
	4 график

	3
	XTB
	Температурный коэффициент BF, BR
	
	лекции

	4
	IS
	Ток насыщения модели Эберса —Молла
	
	1 график

	5
	EG
	Ширина запрещенной зоны
	
	1 график

	6
	CJC
	Барьерн. емкость закрыт, перехода БК при нулевом смещен.
	
	5 график

	7
	CJE
	Барьерн. емкость закрыт, перехода БЭ при нулевом смещении
	
	6 график

	8
	RB
	Объемное сопротивление базы при нулев. смещении
	
	рассчиты

	9
	RC
	Объемное сопротивление коллектора
	
	4 график

	10
	VAF
	Напряжение Эрли в нормальном активном режиме
	
	2 график

	11
	TF
	Время переноса заряда через базу в нормальном режиме
	
	8 график

	12
	TR
	Время переноса заряда через базу в инверсном режиме
	
	7 график

	13
	MJC
	Коэффиц., учитывающий плавность коллектора, перехода
	
	5 график

	14
	VJC
	Контактная разность потенциалов перехода Б-К
	
	5 график

	15
	MJE
	Коэффнц., учитывающий плавность эмиттерного перехода
	
	6 график

	16
	VJE
	Контактная разность потенциалов перехода Э-Б
	
	лекции

	17
	CJS
	Емкость коллектор подложка
	
	лекции

	18
	VAR
	Напряжение Эрли в инверсном режиме
	
	Лекции

	19
	NF
	Коэф. неидеальности ВАХ в нормальном активном режиме
	
	1 график

	20
	NR
	Коэф. неидеальности ВАХ в инверсном режиме
	
	лекции

	21
	ISE
	Ток насыщения утечки перехода база-эмиттер мод. Г-Н
	
	3 график

	22
	ISC
	Ток насыщения утечки перехода база-эмиттер мод. Г-Н
	
	4 график

	23
	IKF
	Ток коллектора, при котором BF уменьшается в 2 раза
	
	3 график

	24
	IKR
	Ток коллектора, при кот. BR в инверсном режиме умень. 2 раз
	
	4 график

	25
	NE
	Коэффициент неидеальности ВАХ перехода Б-Э
	
	3 график

	26
	NC
	Коэффициент неидеальности ВАХ перехода Б-К
	
	4 график

	27
	RE
	Объемное сопротивление эмиттера
	
	1 график

	28
	IRB
	16, при котором сопротивление RB уменьшается на 50%
	
	лекции

	29
	RBM
	Минимальное значение сопротивления базы при больших 16
	
	лекции

	30
	VTF
	Напряжение, характер, зависимость TF от смещения Б-К
	
	8 график

	31
	ITF
	Ток характеризующий зависимость TF от 1к
	
	8 график

	32
	XTF
	Коэффициент, определяющий зависимость TF от Ибк
	
	лекции

	33
	PTF
	Дополнительный фазовый сдвиг на Frp
	
	лекции

	34
	XCJC
	Коэффициент нелинейности барьерных емкостей Б-К
	
	лекции

	35
	VJS
	Контактная разность потенциалов перехода К-Под
	
	лекции

	36
	MJS
	Коэф., учитывают, плавность перехода к-подл.
	
	лекции

	37
	XTI
	Температурный коэффициент IS
	
	1 график

	38
	KF
	Коэффиц. «определяющий фликкер - шум
	
	лекции

	39
	AF
	Коэффиц., определяющий фликкер-шум
	
	лекции

	40
	FC
	Коэфф-т, опредея. переход от барьерной емкости к диффуз-ной
	
	лекции


